
  

  تابع قطبش ایستا و اثر استتار در گرافن تک لایه 

    2محمد، بهرامی مقدس ؛ 1قاسم، انصاري پور
 همدان،  مهدیه انتهاي خیابان ، بوعلی سینا هفیزیک دانشگا دانشکده 1،2

  

  چکیده

تابع  ،شودي بدون جرم توصیف میي ویل براي نوترینوادلهدر این مقاله با استفاده از تقریب جرم موثر، که در آن الکترون در گرافن تک لایه با استفاده از مع

اثر استتار هاي نتایج بدست آمده از رسم تغییرات ایم. دادهمحاسبه و سپس اثر استتار را در این ماده مورد پژوهش قرار داده هیتک لا پلاریزاسیون استاتیک در گرافن

 مرسوم در تناقض با رفتار سیستم هاي دو بعديرفتار به اندازه ي کافی بالا استتار افزایش می یابد که این دهد که در دماهاي ي دماهاي مختلف نشان میدر گستره

  . گرفته استدر ماده فوق مورد مطالعه قرار به دما پتانسیل شیمیایی وابستگی هاي اخیر است. همچنین در توافق با داده بوده اما
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Abstract  
In this article by using an effective-mass approximation, where an electron in a monolayer graphene is 
described by Weyl's equation for a massless neutrino, we calculated the static polarization function in 
monolayer graphene and then investigated the screening effect in this material. The results obtained from the 
variation plot of screening versus different temperature range show that the screening increases linearly at 
sufficiently high temperatures in contrast to the behavior in conventional two-dimensional systems, but in 
agreement to recent data. Also the temperature dependence of the chemical potential in monolayer graphene is 
discussed. 
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در دماهاي پایین و بالا ، یعنی همان تابع پلاریزاسیون ثابت استتار
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  پذیري معروف است.به قانون جمع تراکماین رابطه که 

  

                                     

 
رفتار چین  نقطه . خطدمار حسب ب sqثابت استتار تغییرات: نمایش  1شکل 
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ستفاده از با اپتانسیل شیمیایی  تغییراتمنحنی  2در شکل  

         به روش عددي محاسبه و رسم شده است.) 10-12معادلات (

 
چین نتایج  دما. خط نقطه بر حسب پتانسیل شیمیایی تغییرات: نمایش  2شکل 

  دهد.در دماي بالا را نشان می

 گیرينتیجه

الکتریک استاتیک در در این مقاله با توجه به تفاوت بین تابع دي

هاي دو بعدي مرسوم، با استفاده از سیستم گرافن تک لایه با

 تقریب جرم موثر ضرایب مبتنی بر تابع  بولتزمان محاسبه و نشان

داده شد که نتایج بدست آمده از رسم تغییرات اثر استتار بر 

 که در دماهاي به اندازه ي کافی بالا بیانگر این است ،حسب دما

ض با رفتار سیستم استتار افزایش می یابد که این رفتار در تناق

. هم چنین وابستگی پتانسیل باشدمیهاي دو بعدي مرسوم 

مورد مطالعه قرار گرافن تک لایه شیمیایی به توان یکم دما در 

  گرفته است.
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